HELHO Don Bosco Electronique 2008-2009

Cours d’électronique

Notes prises au cours de Mr Dedecker

Ces notes n’ont pas été approuvées par le prof, elles ne peuvent donc étre
utilisées comme source s0r, des erreurs faites par I'auteur peuvent s’y trouver,
Ceci n’est juste qu’un support pouvant éventuellement vous aider dans votre
compréhension de I'électronique.
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1. La loi d’ohm

U=R*I

U= tension en volts [V]

R = résistance en ohms [Q]
| = courant en Amperes [A]

(R=U/lou I = U/R)

2. La loi de Pouillet

P=U*I
P = puissance en watts [W]

P=U%/R;P=R*I?

3. Diagramme

U[u]

6V

> | [A]
6A

4. Source de tension

AB fils rouge

+ | Uas

_ Fils noir
Ups = Up—Ug
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5. Source de tension idéale.

U A

Unom

v

Uom : U nominal
: U avide

6. Source réelle (résistance de charge)

T RLoad

Unom

v

Court circuit

7. La résistance interne d’un générateur

I Rs I
- I 1

» | I

Rs RL RS
RL UL
UJ T

v
-

L=>U/>SR=Unom/Rs+R,

UL:RL*IL
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8. Le pont diviseur.

R1

17

RZ Vout
|

Vout = Vin * R2 / Ri#R;

UL:RL*I
Uout:RL*I

I = Unom/RS+ Ru
| =Ui, /R +R,

Si Rz >> R]_
Alors Uy = Uin

Si Rz << R]_
Alors Uy, =0

> Conclusion :

- Il faut que R soit beaucoup plus petit que R, (100* plus petit)
- ldéalement R¢=0
- Convention générateur-récepteur

Générateur Récepteur

)
Ll

Unom i | + u

T u
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9. Source de courant

A
I

Inom
région
soutenue

v

Ru | U

10. Principe de dualité.

Courant Tension
Ouvert Fermé
Nul(faible) Infini(élevé)
Résistance Résistance
condensateur Inductance
Série Parallele
Générateur Générateur

Le générateur de tension posséde une résistance interne idéalement nulle en série

O

O

Le générateur de courant possede une résistance interne idéalement infinie en paralléle

Berton Arnaud
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11. Théoréeme de Thévenin
A
Circuit O
guelconque H R.
G
B
Thévenin
A

Ri

B

Tout circuit quelconque est équivalent a une source de tension en série avec une résistance :

- Latension équivalente de Thévenin(Vy) est la tension U,z mesuré (ou calculé) quand on
enleve la charge

- Larésistance équivalente de Thévenin(Ry,) est la résistance mesuré(ou calculé entre A et B
guand on enléeve la charge et qu’on annule toutes les sources du circuit quelconque.

Annuler une source de tension c’est la remplacer par un fil.
Annuler une source de courant c’est la remplacer par un circuit ouvert.

12. Théoréme de Norton (voir Malvino)

Tout circuit quelconque est équivalent a une source de courant en paralléle avec une résistance :

- Le courant équivalent de Norton(ly) est le courant I,z mesuré (ou calculé) quand on court
circuit la charge

- Larésistance équivalente de Norton(RN) est la résistance mesuré(ou calculé) entre A et B
qguand on enléve la charge et qu’on annule toutes les sources du circuit quelconque.
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A

O
quelconque H R,

'@
O,

Circuit

B

Exemples : (q1.4 page 13)

A
—
6k 4k

3k R,

6k 4k

Vth 3k
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72V 6k

3k T Vth

Pont diviseur : Vy, = 72*3k/ 6k+3k = 24V

6K 4k
3k
O B

A

4k

6k 3k R// = 6k*3k / 6k+3k = 2k

B

4k

Rserie = 4k+2k = 6k

2k
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24V R2
Op

Electronique 2008-2009

Résolution par Norton :

— —o4
6K ak
p— 3k 15V89
72V
O_
B
6k
O
“B

Ucs = 72*%1k7 / 6k + 1k7 = 15,89V
Iy=15,89V /4K = 4mA
RN = Rth = 6k

Relation Thévenin — Norton
In= Vth/ Rtn

Vi =Ry * Iy
Rin = Ry

Berton Arnaud
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Electronique

Les semi-conducteurs

a) Structure atomique

2008-2009

K:2
L:8
M : 18
N:32
0:50
L'e libre <
Conducteur k n 0] P
Cu(29) 2 1
Ag(47) 2 18 1
Au(79) 2 8 18 32 18 1
Conducteurs : 1 e- sur la couche de valence
Isolants : la couche de valence est complete
Si(14) 2 8 4
Ge(32) 2 8 18 4
Semi conducteurs : 4 e- sur la couche de valence
b) Porteur de charge
Electron : porteur de charge négative
Trou : porteur de charge positive Trou
.......... o. /
G 21 :
neutre ion positif e-
mobile

c) Paire électron-trou

Energie thermique ambiante libére quelque e de leur couche de valence aléatoirement

=>» Nombres trous = nombre d’e’

d) Recombinaison et durée de vie

Recombinaison : un e retombe dans un trou

Durée de vie : le temps pour qu’un e trouve un trou

Berton Arnaud
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e) Structure cristalline

@
{O)ONO}
@

L'atome central possede 4e” de valence et 4e” de covalence
Si chaque atome est équidistant de 4 autres - cristal intrinséque (isolant sauf les e
créer par énergie thermique.

f) Dopage

On ajoute des porteurs majoritaires en

remplacant des atomes tétravalents par

des atomes pentavalents (porteurs négatifs)
ou trivalents (porteur positifs)

(®O.®:
o . Nombre de porteurs majoritaires est
e ' 0"':_ g fixe les porteurs majoritaires sont
° @ 0 immobiles

Les porteurs minoritaires sont ceux créé par I'énergie thermique, leurs nombres et positions
sont aléatoires.

Dans un cristal extrinseque (dopé), il y a plus de porteur majoritaire que de porteur
minoritaire.
Il existe deux sortes de cristaux :

0 Type N : beaucoup de majoritaire : e’
autant de minoritaire — que de +
a. Type P : beaucoup de majoritaire +

autant de minoritaire — que +

Résistance extrinseque faible
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